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 الخلاصة:
 nm 500وذلك بترسٌب غشاء من السٌلٌنٌوم بسمك    SnIn/c-Siتم فً هذا البحث تصنٌع خلٌة شمسٌة 

على ارضٌة من السلٌكون البلوري بواسطة التبخٌر الحراري ودرست الخواص الكهربائٌة للغشاء التً 
 تتضمن التوصلٌة المستمرة مع درجات حرارة تلدٌن مختلفة .

من قٌاسات التوصٌلٌة المستمرة تم حساب طاقات التنشٌط الاولى والثانٌة ووجد انها تزداد مع زٌادة درجات 
 .  K 348-223من حرارة التلدٌن 

فولتٌة عند درجات حرارة التلدٌن مختلفة. ومن  –القٌاسات الكهربائٌة للخلٌة الشمسٌة تتضمن قٌاسات تٌار 
(% بزٌادة  ( 1.5-4.67 فولتٌة تم حساب الكفاءة للخلٌة الشمسٌة ووجد انها تزداد من –قٌاسات تٌار 

 درجات حرارة التلدٌن.
 
 

Abstract : 
In this research was fabricated SnIn/c-Si Hetrojunction Solar Cell, where SnIn/c-

Si heterojunction Solar Cell fabricated by deposition of SnIn film with thickness 

500 nm on c-Si by using thermal evaporation. Electrical properties of SnIn thin 

film include d.c conductivity and Hall effect at different annealing temperature . 

From d.c conductivity found the electrical activation energies Ea1 and Ea2 increase 

with increasing of annealing temperature from 323K to 348K. 

From I-V characteristics, measurements efficiency of the found increasing from 

(1.5 to 4.67)% with increasing of annealing temperature . 
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